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酸化ガリウム(β-Ga2O3)は、⾼い絶縁破壊電界を有するため、⾼耐圧かつ低損失なパワーデ
バイス材料として期待されている。酸化ガリウムの障壁⾼さの温度依存性に関しては、報告
例はあるものの測定⼿法ごとに差異があり、詳細な議論がなされていない[1]。本研究では、
Ni/β-Ga2O3 SBDについて、298 Kから 473 Kの範囲で容量-電圧(C-V)測定と電流-電圧(I-V)測
定を⾏い、緻密に解析することで、障壁⾼さの温度依存性を求めたので報告する。 
測定した SBDのショットキー電極の⾦属は Ni (20 nm)/Au (500 nm)で、電極は 3.2 mm × 

3.2 mmの正⽅形である。まず、C-V測定を⾏った。1/C2-Vプロットにおける傾きから、実効
ドナー密度が 4.2×10-15 cm-3で温度によらず⼀定であることがわかった。また、温度上昇に
つれて拡散電位が減少した。障壁⾼さは、拡散電位、伝導帯底とフェルミ準位のエネルギー
差、空乏層端に電⼦が存在することによる電圧降下(kT)の和から求められる。C-V測定から
求めた障壁⾼さは、温度上昇につれてほぼ線形に単調減少し、その温度係数は-0.43 meV/K
となった。 
次に、I-V 測定を⾏った。図 1 に得られた I-V 特性を⽰す。熱電⼦放出(TE)モデルに基づ
いて解析を⾏ったところ、I-V曲線のフィッティングはよく⼀致するものの、障壁⾼さの温
度依存性が-0.14 meV/Kとなり、C-V測定の結果と⼀致しない。この不⼀致の原因は、TEモ
デルが「障壁を越えるエネルギーを持つ電⼦はすべて電流輸送に寄与する」と仮定している
ことに起因すると考えられる。これまで我々は Ni/GaN SBDの I-V特性の解析において、⾼
温になると電⼦の移動度が低下するため空乏層での拡散輸送が無視できず、熱電⼦放出-拡
散(TED)モデル[2]を適⽤する必要があることを指摘している[3]。図 2に、β-Ga2O3における
熱速度 vRと拡散速度 vDの⽐較を⽰す。vDの計算においては、β-Ga2O3のホール効果測定に
ついて報告された移動度を⽤いた[4]。β-Ga2O3の電⼦移動度が室温付近で 100 cm2/Vs 程度
と低いため、室温においても vD が vRより低く、電流が拡散輸送によって制限されることが
わかる。その結果、TEモデルでは障壁⾼さの過⼤評価が⽣じてしまう。図 3に C-V, I-V (TE
解析), I-V (TED解析)による障壁⾼さの温度依存性を⽰す。TEDモデルに基づく解析により、
I-V, C-Vともに⼀貫した障壁⾼さの温度依存性(-0.43 meV/K)が得られた。 
本研究より、障壁⾼さの精密評価において、移動度が低い場合には TE ではなく TED モ
デルに基づいて解析することが重要であるということがわかる。得られた結果は、⾦属/β-
Ga2O3ショットキー接合を有する電⼦デバイスの温度依存性を考える際に有⽤である。 
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